GF145

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor germanowy mesa p-n-p A
w obudowie metalowej, cigzar okoto 0,4 G Blo o) —

neracyjne do 860 MHz

Zastosowanie: uklady wejsciowe, mieszajace i ge- o
3
Typy podobne: 2SA280 (Sony), AF139 (Ph, Tel), 53 te—15 —o\

GF507 (Tes)
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Rys. 1-741. GF145

Wartosci charakterystyczne

min typ max

—Icpo 8 wA przy —Ucp =20V
—Icro 500 wA przy —Ucg =15V
—Irpo 100 wA przy —Ugp =03V
fr 250 600 MHz | przy —Ucg =12V, —I = 1,5 mA, f= 100 MH
hyig 16 30 przy —Ucg =12V, —Io =1,5 mA
F 7,8 9 dB przy —Ucg =12V, —I. = 1,5 mA,
f =800 MHz, R, = 60 Q
[ 1)
o 4,5 ps przy —Ucg =12V, —I; = 1,5 mA,
f =30 MHz
—C12e 0,25 pF przy —Ucg =12V, —I, = 1,5 mA, f= 500 kHz
Canp 1,1 pF przy —Ucp =12V, Iz =0, f=2 MHz
Yi1b 5,5—j14,5 mS
Yiap 0,27—j 0,31 mS przy —Ucp =12V, —I; = 1,5 mA,
Yoy 10+j12 mS J'= 800 MHz
Yaop 0,4+j7,5 mS
Yi1p 39,5—j 18,5 mS
Vyioh 0,06—j 0,15 mS przy —Ucg =12V, —I; = 1,5 mA,
Ya1p 24—j29 mS f =200 MHz
Yasp 0,08+j1,5 mS
Gy 9 11,5 dB przy —Ucpg =12V, —I; = 1,5 mA, f= 800 MHz
Wartosci graniczne
220p R=2kQ
_UCBO max 20 v )__“
_UCEO max 15 v
- UEBO max 0,3 Vv AC=/,2p
Ptnt max 60 mW 6052 g
~Ic siax 10 mA
—Ip max 1 mA 600
1} max 90 °C
tamb max 60 °C ==
Rth J—a max 750 °CIW 02’2,7 - /00‘0
Rthj—r max 350 OC/W F=1800 MHz +UEB _UCB

Rys. 1-742. Uktad pomiarowy wspodiczynnika wzmocnie-
nia mocy
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Rys. 1-743. Charakterystyki sterowania pra- Rys. 1-744. Charakterystyki wyjSciowe
dowego
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Rys. 1-755. Charakterystyki wejsciowe Rys. 1-746. Charakterystyki sterowania na-

pigciowego
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Rys. 1-747. Zalezno$é napiecia kolektor-
emiter od pradu kolektora
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Rys. 1-749. Zalezno$¢ wspolczynnika szumow

od napiecia kolektor-baza

W |GF145,
20\ ~Ugs=F(~1p) £ =800/7Hz
8
S %
., l//l /‘K\ %JF
LML A S s
p / / / \)§<II
SIS
) / / 7 # @*’/’%&
¢ //// VA VA ,“% s
Wy o
T
2 Z e
017 2 3 4 5 & 7 8-IpfmAlw

Rys. 1-748. Zalezno$¢ napiecia kolektor-baza
od pradu kolektora
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Rys. 1-750. Zalezno$¢ wspoélczynnika szuméw
od rezystancji generatora
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Rys. 1-751. Zalezno$¢ admitancji zwrotnej Rys. 1-752. Zalezno$¢ czestotliwosci granicznej
na plaszczyznie wspoOlrzednych zespolonych od pradu kolektora
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Rys. 1-753. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc- Rys. 1-754. Zalezno$¢ wspdlczynnika szumow

nienia mocy od pradu kolektora od pradu kolektora
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Rys. 1-755. Zalezno$¢ admitancji wejSciowej Rys. 1-756. Zalezno$¢ admitancji przejsciowej
na plaszczyznie wspolrzgdnych zespolonych na plaszczyznie wspotrzednych zespolonych
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Rys. 1-757. Zalezno$¢ admitancji wyjsciowej
na plaszczyznie wspdirzednych zespolonych



